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1. 서론서론서론서론 

 
반도체의 PHOTO Process 에 속하는 Pattern 

형성의 Develop Process 에서 발생되는 T-top 
불량에 대해서 Pattern 의 Space 을 기준으로 
Depth 로 보았을 때 위쪽 표면에서 아래쪽 
하단까지 선폭 차이가 발생되는 것으로 위쪽 
표면부분의 Pattern이 두껍게 형성되는 마치‘T’ 
형태 Pattern불량을 말한다.    

이는 Amine(NH3) 와 표면과 반응하여 
발생하는 것으로 종래의 연구사례가 발표되어 
현재의 FAB 환경은 이를 기준으로 FAB 내 
대기 중에 Amine 농도가 0.1ppb 이하로 관리할 
수 있는 기준을 마련하여 지켜 나가고 있다. 

저자는 Amine 표면 접촉으로 발생되는 불량 
이외에 Pattern 불량형상과 PEB 공조에 의한  
T-top 불량 유발인자에 대해서 연구하였다. 
 

2. 본론본론본론본론 
 

ArF PR 의 Patterning 원리는 Exposure 
PAG(Photo Acid Generator)가 PEB(Post Expose 
Bake)에서 H+(산) 연쇄적 반응에 의한 
강알칼리의 현상액과 중화되어 Pattern 이 
형성된다.(Fig.1) 

 

 
Fig.1 Pattern Formation Principles 

 
 

 
여기서 Pattern이 대기의 Amine 와 반응하게 

되면 FAB Line의 대기에 Amine 분자량이 작아 
PR(Photo Resist) 하부보다는 상부의 H+(Acid)와 
반응하여 확산을 막아 T-top 현상을 유발한다. 
대기의 암모니아 농도에 관한 연구 결과는 
Fig.2 와 같다. 이를 위해서 Amine<0.1ppb 로 
FAB 환경관리 되고 있다. 
 

Fig.2 Influence of atmospheric NH3 on 
CA resist resolution 

 
하지만, Pattern Expose 이후에 PEB(Post 

Expose Bake) Process에 사용되는 Bake 
Chamber(P-RHP)에서 고온에 의해 발생되는 
Wafer 표면의 Gas Flow가 제대로 Exhaust 되지 
않으며 Gas 에 의한 2 차적인 원인으로 
Amine 와 표면과의 반응과 같은 Exhaust 되지 
않은 Gas 와 반응하여 T-top 불량이 
발생한다.(Fig.3) 

Fig.3 Formation Of T-top 

 
PR Coating 이후에 진행되는 Soft Bake Process 

는 Resist   내부의 Solvent 증발과정을 통한 
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Resist의 경화과정이라고 볼 수 있다.     
Solvent 증발과정에서 Solvent 휘발로 인한 
증발 및 Resist 의 경화에 문제를 발생시킬 수 
있으며, 이 과정에서 온도 단차 또한 Resist 
상부에 잔존하게 되어 Expose 직후에 
이루어지는 PEB(Post Expose Bake) Process 에서 
T-top Profile 현상을 확인하였다. (Fg.5) 

PEB Process에서 발생되는 Gas 에 대한 
Exhaust Flow 되야 한다. 

Fig.5 Formation Of T-top (TOP View) 
 

 
 

Fig.6 After Solvent Solube Ejection 
 

위와 같은 Exhaust Flow 환경에서의 
평가결과는 정상적인 Pattern 을 얻을 수 
있었다.(Fig.6) 
 

3. 결론결론결론결론 
 

T-top Profile 불량의 원인으로 Amine 표면 
반응에 의한 FAB 환경의 영향과 더불어 
Process 상의 PR(Photo Resist) Bake로 발생된 
Solvent 증발 Gas 가 제대로 Exhaust Flow가 
되지 않으며 2 차적인 표면 접촉으로 T-top 의 
Pattern 불량을 만든다. 

 기존의 Pattern Uniformity 향상을 
위하여 Bake의 내부 분위기를 진공을 유지하면 
향상에 도움을 주지만, 또 다른 T-top 의 
문제가 발생되는 것으로 Bake 에서 발생되는 
Gas는 제거되어야 한다 

 
 

후기후기후기후기 
 

이 연구 반도체의 PHOTO 공정에서 DNS  

Track 장비의 P-RHP Bake 를 대상으로 얻은 

결과 입니다.  
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